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Блок 1.Дисциплины (модули) 66 2376 921.3 976 478.7 30 144 32 208 498 8.3 189.7 18 112 160 214 7.7 154.3 18 64 32 32 144 264 9.3 134.7

Обязательная часть 34 1224 456.8 542 225.2 30 144 32 208 498 8.3 189.7 4 32 32 44 0.5 35.5

Социология и педагогика высшей школы 1 2 72 32.25 22 17.75 2 16 16 22 0.25 17.75

Коммуникативные технологии в профессиональной
сфере на иностранном языке

1 2 72 32.25 22 17.75 2 32 22 0.25 17.75

Гибкое управление проектами 2 2 72 32.25 22 17.75 2 16 16 22 0.25 17.75

Технологии личностного роста 2 2 72 32.25 22 17.75 2 16 16 22 0.25 17.75

Процессы микроэлектронного производства 1 5 180 50.35 96 33.65 5 16 16 16 96 2.35 33.65

Физика материалов и структур микро- и
наноэлектроники

1 4 144 64.25 62 17.75 4 32 32 62 0.25 17.75

Компьютерные технологии и автоматизация
эксперимента

1 5 180 66.35 80 33.65 5 16 48 80 2.35 33.65

Физическая химия материалов микроэлектроники 1 4 144 50.35 60 33.65 4 16 16 16 60 2.35 33.65

Организация исследований в электронике 1 3 108 16.25 74 17.75 3 16 74 0.25 17.75

Полупроводниковые приборы 1 5 180 80.25 82 17.75 5 32 48 82 0.25 17.75

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 32 1152 464.5 434 253.5 14 80 128 170 7.2 118.8 18 64 32 32 144 264 9.3 134.7

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 2 4 144 48.25 78 17.75 4 16 32 78 0.25 17.75

Наноразмерная электроника 2 4 144 48.25 78 17.75 4 16 32 78 0.25 17.75

Монолитные интегральные схемы на основе
полупроводниковых наногетероструктур

2 4 144 48.25 78 17.75 4 16 32 78 0.25 17.75

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 23 7 252 116.7 68 67.3 3 16 32 24 2.35 33.65 4 16 16 16 32 44 2.35 33.65

Измерения полупроводниковых материалов и
структур

23 7 252 116.7 68 67.3 3 16 32 24 2.35 33.65 4 16 16 16 32 44 2.35 33.65

Испытания и надежность изделий твердотельной
электроники

23 7 252 116.7 68 67.3 3 16 32 24 2.35 33.65 4 16 16 16 32 44 2.35 33.65

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 3 2 3 7 252 116.6 68 67.4 3 32 32 26 0.25 17.75 4 16 32 42 4.35 49.65

Перспективные технологии микро- и
наноэлектроники

3 2 3 7 252 116.6 68 67.4 3 32 32 26 0.25 17.75 4 16 32 42 4.35 49.65

Проектирование изделий микроэлектроники 3 2 3 7 252 116.6 68 67.4 3 32 32 26 0.25 17.75 4 16 32 42 4.35 49.65

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 23 2 9 324 118.7 122 83.3 4 16 32 42 4.35 49.65 5 16 16 16 32 80 2.35 33.65

Интегральная электроника 23 2 9 324 118.7 122 83.3 4 16 32 42 4.35 49.65 5 16 16 16 32 80 2.35 33.65

Электронная компонентная база  для
сверхвысокочастотной техники

23 2 9 324 118.7 122 83.3 4 16 32 42 4.35 49.65 5 16 16 16 32 80 2.35 33.65

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 3 5 180 64.25 98 17.75 5 16 48 98 0.25 17.75

Электроника на базе сложных полупроводниковых
соединений

3 5 180 64.25 98 17.75 5 16 48 98 0.25 17.75

Производство микроэлектронных изделий
свервысокочастотной техники

3 5 180 64.25 98 17.75 5 16 48 98 0.25 17.75

Блок 2.Практика 45 1620 166 1400.75 53.25 12 270.25 235 144 17.75 12 406.25 203 8 17.75 21 724.25 362 14 17.75

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 33 1188 22 1130.5 35.5 12 406.25 203 8 17.75 21 724.25 362 14 17.75

Научно-исследовательская работа 3 12 432 8 406.25 17.75 12 406.25 203 8 17.75

Преддипломная практика 4 21 756 14 724.25 17.75 21 724.25 362 14 17.75

Обязательная часть 12 432 144 270.25 17.75 12 270.25 235 144 17.75

Научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской
работы)

2 12 432 144 270.25 17.75 12 270.25 235 144 17.75

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 9 324 33.5 290.5 9 290.5 33.5

Обязательная часть 9 324 33.5 290.5 9 290.5 33.5

Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

4 9 324 33.5 290.5 9 290.5 33.5

ФТД.Факультативные дисциплины 2 72 32.5 22 17.5 1 8 8 11 0.25 8.75 1 8 8 11 0.25 8.75

Организация добровольческой (волонтёрской)
деятельности и взаимодействие с социально
ориентированными некоммерческими
организациями

3 1 36 16.25 11 8.75 1 8 8 11 0.25 8.75

Моделирование бизнес-процессов 2 1 36 16.25 11 8.75 1 8 8 11 0.25 8.75
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